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”UN DISPOSITIVO SEMICONDUGTOR”

mﬂ:-" o : - R

El presente invento se refiere & diapositivoa ge~
miconductores., ) _
Segin el preeente invento un aiipoaitivo semicon-
ductor incluye uno o mée conductores @e-cohexién.que tie-
5 nen cade uno una csbeze que llsve o estd formade o esté'
‘cublerta con un neteriel que forme eonexién.dhmica aeaea-
da o zona de unién en ol dispositivo.
Los conduotorss de conexi6n,puade sery por ejemplo,
' de niquel. oro o Kover, El recubrimiento ¢ capa puede -~
10 ester formado de cuslquier material adecuado segin se -
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. desee haosr una conexién 6hmica o formar unZ Qia de
unién el unir el confuctor de corexién al ouerpo del
semiconductor. Para la formecidn de conexiores Shmices, el
conductor de conexién pnede ser recublerto de oro, o una
5 alegcidén de tipo de conductividad similar al del ocuerpo |
-del material semiconductor, tel como una aleseidn del

pldmo y entimonio en el ceso de una consxiln Shmice & un

a1 erpo semiaonductor"ae tipo n.
. Donde se desee formar una zona de unién le cabezs
10 es ‘fevestida o cublerta con un materiel de tipo de con-
duoctividad opuesta a le del cuerpo semiconduetor, por
ejemplo aluminio, 1n§:l.o. u otro naterial de tipo p cuan=-

do se use up cuerpo semlconductor de tipo n.

El recubrimiento puede formarse sobre la oabegza
15 del oonductor o conduct:ores de oonex:lén por evaporad&n,
ohapeado o inmersidén y puede aplicerse en un procedimien- '
to preliminar mientras el oconductor estd situndo en una
plantille o agerrador empleado pera colocar en posici én
el conduetor o conductores sobre el cuerpo de material
- 20  semioonductor.
' . Alternativamente lla oabeza del conductor o conduc- :
tores puede ser empleada como un punzén pers punzonar i
hecia fuera un perdigén de una tirs o cinte de material — " -
que v:rozma el revestimiento o cuerta deseafla sobre el |
25 conductor de conexidén provisto de cabesza, que se aplice
entonces & le superficie del nateriel semiconductor a
fin de former una conexidén ohmioca con el mismo o una -
zona de unidn sobre el miemo. , | ,
A_ gi’n de que pueda comprenderse el invezito més

30 plenameiate se hard ahore referencis 2l dibujo sdjunto
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en el que:A

en la fabrigacién de una realizeocidén de un transistor

de unién mese p-n~p., de acuerdo con esta invencidn.
xiéh.proviato de eabeza y montaje pera el mismo, y Ef -

.cacién de uns realizacién de un transistor de uniényde

" alemelén p-n-p, de mouerdo con esta invencidn.

sistor comprende un disco delgado 10 de materiel semi-
conductor de tipo n que forma la zona de base y sobre

Y .
uns, superficie del cual ha sido formsda une unién de
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Leg fignras 1 y 2 ilustran dos etapas separadas

Ia figura 3 muestra une forme de conductor de cone-

Les figuras 4. 5y 6 1lustren tres etapas en le fabridgf

Haciendo referenéia a las figures 1 y 2, el tran-

tipo p que constituye el colector ll. Dos conductorss

~de conexibn 12, 13, provistos de cabeza, son colocedos
en une plantille 14 para su unidn e la superficie supe-
rior de la zona de bese de tipo n del aisco delgado 10.
La cabeza’l2s del conductor 12 estd revestidae en 15 de
un material del mismo tipo de conductivided que la zons
" de base, ﬁor ejemplo de una sleacidén de plomo y antimo-
nio en el camo presente, a fin de formar una eonexidn

de bese Shmica & la zons de base. La cabeza l3g del otro

conductor esté recublerta en 16 de un materisl de indio

u otro de tipo p & £in de former la zona de unidn del

emisor, 3bspu§s de ser coloocados los conductores sobre

la zona de base del disco delgado por medio de la plan-
tille, el conjunto es eometido e un tratemiento térmico

pare unir los condustores y formar la conexién ge base

Shmica y le zona 162 de la unidn del emisor (figura 2)

La superficie no deseadn del disco delgado es entoncea

..
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. atacada como se mumestrs en 18 en la figura 2, La zonsa !

11 de) colector dsl Aisco delgado estd conectada con- 3
dnctivamente &l conduotor metélico 17 que puede formaxr 3
una parte de la cubierta o pusde encerrar al transistor

5 acabado.

o«
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Les cabezas de 105 conductores de conexidén 12 y

i3 pusden ser oilfndricas, parcialmente obnices o de
'oualquier otra forma, pero preferentemente tienen una
' superficie extroms generalmente plané. 5S4 las cabezes
10 de 108 oonductores tienen una seceién transversel ge-

mralmente en forma D como se muestrsa en la figura 3,

0 estén de otro m@dq formades con una cara plana, es o
posible obtener un espaciado promedio més apretado entre '
los dos conductores, es 3ecir, entre la unidn de la ba-
15 se y el emisor en una construceién de transistor mesa
disponiendo las partes plenas de los conductores de la ‘
base y del emisor contiguas entrevsi. Ademds, en lugar
Qe empleaé la plantilla 14, los conductores 12'y 13 pue~
~ den estar montados permenentemente oon el espaciado de-
20 seado en un apoyo éislante 20, que pusde ser une perla
. de vidrio o de cerémica, sobresaliendio desde el apoyo
embos extremos de los conductores.
Segin otre realizecidn del invento, moafrada en
las figuras 4, 5 y 6, el revestimiento o oubierta es
- 25 ’ fo;mado sobre el conductor provisto de cabeza empleando
' el extremo provisto de cabeza del conductor para punzo-
ner hacie fuers un perdigén desde una tira o ocinta del
material deseado que sSe pega a la cabeza y eos entonces
aplicado a la superficie del material semiconductor.
30 por lo que se une el conductor al pqrdig6n y el perdi-
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27207 VEE
gbn se une a la superficie del maberial semiconductor.
B conjuntd es subsiguientemente tratsdo termicaments,
pars completar la unibn y de squf la formacidn de la
consxién Shmica o zona de unién.
Haoiendo ghora referencia a las figuras 4, 5y 6

una cinta de indlo 21 es hecha pasar bajo un punzdn cu-
yo extremo activo estd constitufdo por la cabeza 23a

de un conduowor'23 provisto de cabeza que tiene un re-
oubrimiento 24 de aluminio sobre su cabeza. El véstago
del conductor estd situado en un énima 22g en el porta-

-~ punzdén 22, Un disco delgedo de éermanio 25 esté dispues-
to debajo dp la matriz 26 e través de la oual pasa el
punzén. Segin desoiends el punzén, el conductor con oa-
beza de olavo punzons haole fuera un perdigén 27 desde
la cinta de 1hdio (figura 5) y éste a su vez es punzona-
do a la euperfioie‘del disco delgado de germanio (figura
6). .La oape de aluminio sirve pars proveer un porcentea-
je deseado de sluminién en el perdigbén de indio para me-

A',jorar la efiomois de inyeccidn del emisor. E1l oonductor
provisto de oabeza sirve a la vez de extremo activo del
punzén y de conductor de conexidn, y puede evidentemen~
te ser colocado exactamente sobre él perdig6n‘sin:difi-

. euitad. La figura 6 muestra al perdigbn acabado y al
conductor unidos a un lado del disco delgado para formar
una unién p-n. Pare formar el transistor de unién comple-
to el disco delgado es invertido o punzonado desde abajo

. por lo gque se aplican un perdigdn y conductor similares

sobre la superficie opuesta.

Aanue se han descrito realizaciones particulares

Be comprenderd que pueden hacerse varias modificaciones
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 bierte, con un material que forma une deseada oonexibn
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- 8in salirse del alecance e este invento. Por ejemplo

el inwgnto pusde también ser aplicado a la fabricecién
de dispositivos semiooﬁduotores diodos o a transisto-
res n-p-n. El material semiconductor puede tembién com-
prgpﬂer gilicio en lugar de germanio.

. Esta soliecitud que corresponde a le presentads

en Uran Bretafia el 29 de Junio de 1,960 bajo el mimero
22.779/60 y 8 de Mayb de 1,961, mim 16614/61, 86 aco- . -
ge .8 los benefioios del articulo 51 del vigente Estexuto
sobre Propiedad Industrial,

~NOTA-

Los puntos de invencidn prﬁpia y nueva que se

preaenxan prs qug'saan objeto de esta soliditud de
Patente de Invenocidn en Bspafia, por VBINTE afios son
los sigui;ntea: _

12, '~ Un dispositivo semiconductor que incluye
uno o mésloonductorea de 6onex16n, cada uno de ellos

con una cabeza que lleve, o estd formeda, o Qaté cu~

dhmica o reglién de unién en el Aispositivo.

22, - Un dispositivo segin el punto 18, eh el
oual los conductorss de conexidn con cmbeza estdn he-
chos de oro o tienen sus cabezas doradas,

| 39. - Un dispoai tivo segin el punto 12, en el
cual los ‘gonductores de conexidn con oabeza ‘estén he-
chos. de niguel. _
42, ~ Un dispositivo seain el punto 12, en el

-
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cual los conductores de conexién con cabezas estén he-
chos de Kovar, _ ,

| 58, - Un dispositivo segin cualquiera de los pun~
tos preéédqnteé. en ol cusl el conductor de conexién
& una regién de unidn tiene su cabeza recubierta o -
;guérneoida con un maté"rial de tipo de conductivided
6puem:o al del cuerpo semiconductor,

62, ~ Un @ispositivo seghn cualduiéra de los pun- |

tos precendentes, en el oual dos o mds conductores de
com xibn estén montados permenentemsnte juntos en un
soporte aislante, estando las cabezas de los conducto-
res espaciadaa en la ocuentla deseada para der la cone~
xién a zonas diferentes del dispositivo semiconduotor,
72, - Un dispositivo segin cuslquiera de 108 pun-~
tos 72 @& 139, en el cuel lag cabezas de conductores ai-

yacem:'ea. .tianerf en esencia i’ormg de D o estén forma-

des de oiro modo por una pé,rte plana pars permitir qﬁe ’

los condudtores queden muy juntos entre si.

8¢, - Un dispositivo semioonduqtor,'

T;;.l y como se ha desorito en la Memoria que ante- .

cede, representado en los dibujos que se scompafian y

con los fines que se.han- especificado.
Bata lMemoria consta de siete hojas escritas e

méquine por una sola cara.

Hadrid, 1 1 6 NUV 1961
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